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PREFACE

Ce polycopié contient des travaux pratiques qui consiste a démontrer prati-
quement les notions qui sont vues dans les cours d’électronique fondamentale
I. Ces travaux pratiques peuvent étre soit un supplément d’information par rap-
port a un cours, soit un approfondissement des notions fondamentales étudiées.

Ce compliment d’électronique fondamentale I qui se déroule au cours de
premier semestre sera dédié aux étudiants de deuxiéme année électronique et
télécommunications pour une science d’une heure et demi par semaine.

Les travaux pratiques présentés dans ce polycopié contient une partie théo-
rique dans laquelle on a exposé les notions de base liées au Tp, suivi d"une partie
pratique (expérimentale).

L'objectif de ces Tps s’articule autour de plusieurs points qui rendre 'étu-
diant capable de :

- Générer un signal (utilisation de générateur des fonctions ex : carré, tri-
angulaire,...etc ).

- Visualiser un signal (utilisation de 'oscilloscope : choisir la base de temps,
choisir ,...etc).

- Caractériser un signal (mesurer sa fréquence, amplitude, phase,... etc).

- Comprendre le principe de fonctionnement des circuits électronique de
base.

Les Auteurs
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TP1: Théoréme de Thévenin et de Norton

Objectifs du TP )
Le but de ce Tp est de déterminer le Model Equivalent Thévenin (MET) et
le Model Equivalent Norton (MEN) d’un circuit électronique vu des points
A et B.

1 Premiére partie : Rappel théorique

1.1 Théoréme de Thévenin

Enoncé : tout circuit contenant des éléments linéaires actifs et passifs et com-
pris entre deux points A et B peut étre remplacé par une source de tension dite
de Thévenin E}, en série avec une impédance dite de Thévenin Z,;, (Cf.figure 1).

A

—0 A 7
circuit th

complexe @ Eth

—0 B

OB

Ficure 1 — Représentation dun circuit complexe par un circuit de Thévenin

1.2 Détermination des éléments du générateur équivalent de
Thévenin

1.2.1 Détermination de E,;,

Pour déterminer 'expression de Ey;,, on ne branche aucun dipdle entre les
points A et B. Ceci entraine obligatoirement que /45 = 0.
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Eyp,, est la tension a vide entre les points A et B.

1.2.2 Détermination de Z;,

Pour déterminer 7, il faut éteindre toutes les sources :
Source de tension : On la remplace par un fil (tension nulle).
Source de courant : On la remplace par un interrupteur ouvert (courant nul).

1.3 Théoréme de Norton

Enoncé : tout circuit contenant des éléments linéaires passifs et actifs et com-
pris entre deux points A et B peut étre remplacé par une source de courant dite
de Norton Iy en parallele avec impédance dite de Norton Zy (Cf.figure 2).

O A
L] +t A
circul
complexe e In Zy
0 B

0B

FiGURE 2 — Représentation d'un circuit complexe par un circuit de Norton

1.4 Détermination des éléments du générateur équivalent de
Norton

1.4.1 Détermination de Iy

Le courant Iy est le courant de court-circuit qui circule dans un conducteur
d’impédance nulle reliant les deux points A et B.
1.4.2 Détermination de Zy

L'impédance de Norton est la méme que celle de Thévenin Zy = Z,



2 Deuxiéme partie : Pratique

2.1 Montage

Soit le montage ci-dessous,

1€

Ficure 3 — Montage complexe a simplifier

Ondonne: F =10V, R=1KQ, R = 1.5K0.

2.2 Modéle équivalent Thévenin

Travail demandé

- Etude Théorique
1) Déterminer la valeur de la résistance Ry, du (MET) de ce circuit vu des points
A et B ( on donnera le schéma qui permet de calculer Ry;,).
2) Déterminer FE;, du (MET) de ce circuit vu des points A et B (On donnera le
schéma utilisé qui permet de calculer E).
3) Donner le schéma du (MET) vu entre les points A et B.
- Etude Expérimentale
1) Cabler le montage de la figure 3.
2) Faire varier 'intensité de courant i a ’aide de la résistance variable et relever
la valeur de la tension U, . Regrouper les valeurs dans un tableau de mesures.
Tracer le graphe Uap = f(i).
3) A partir du graphe précédent, déterminer les éléments du (MET).
4) Donner le schéma du (MET) vu entre A et B avec les valeurs de R, et Ey, que
vous avez trouvé graphiquement.
5) En appliquant le théoreme de Thévenin au circuit, mesurer :

a) la résistance R;;, du (MET) de ce circuit vu des points A et B (on donnera

le schéma du montage qui permet d’effectuer la mesure de Ry;,).

b) Ey, du (MET) de ce circuit vu des points A et B (on donnera le schéma
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utilisé qui permet d’effectuer la mesure Ej;,).
¢) Donner le schéma du (MET) vu entre A et B avec les valeurs de Ry, et
Ey;, que vous venez de mesurer.

2.3 Modéle équivalent Norton

Travail demandé
- Etude Théorique
1) Déterminer la valeur de la résistance Ry du (MEN) de ce circuit vu des points
A et B.
2) Déterminer l'intensité du courant de court-circuit I,. du (MEN) de ce circuit
vu des points A et B (On donnera le schéma utilisé qui permet le calcul de /,.)
3) Donner le schéma du (MEN) vu entre les points A et B.
- Etude Expérimentale
1) ATaide du tableau de mesure et du graphe du (Th. de Thévenin), déterminer
les éléments I.. et Ry du modeéle équivalent de Norton.
2) Donner le schéma du (MEN) vu des points A et B avec les valeurs de /. et Ry
que vous venez de trouver graphiquement.
3) En appliquant le théoreme de Norton au circuit de la figure 3, mesurer :
a) la résistance Ry du (MEN) de ce circuit vu des points AetB.
b) Lintensité du courant de court-circuit /.., (On donnera le schéma du
montage permettant d’effectuer la mesure de I...).
¢) Donner le schéma du (MEN) vu entre A et B avec les valeurs de Ry et
I.. que vous venez de mesurer.

3 Conclusion

Donner une conclusion générale de ce Tp.



TP2: Filtres passifs

Objectifs du TP
- Maitriser les mesures de la fréquence et le déphasage a 1'oscilloscope.
- Réalisation de I'étude des filtres passifs d’ordre 1.
- Vérification de la théorie : fréquence de coupure, bande passante...etc.

1 Premiére partie : Rappel théorique

1.1 Filtre passif

Un filtre passif est un circuit électronique qui supprime ou atténue certaines
composantes fréquentielles d"un signal et en laisse passer les autres. On dis-
tingue quatre types de filtres : passe bas, passe haut, passe bande, coupe bande.

Passe-bas Passe-haut Passe-bande Coupe-bande
H H H H

Ficure 1 - Différents types de Filtres

Avec, H,,,, : Le module max de la fonction de transfert, f : La fréquence.
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1.2 Parametres liés au filtrage passif
1.2.1 La fonction de transfert H (jw)

La fonction de transfert est définie comme suit : H (jw) = Uy /U.
Le gain : G(juw) = H(jw) = |H(juw).
Le gain en décibel : G 4 (jw) = 20log|H (jw)].
Le déphasage : o(w) = arg(H (jw)).

1.2.2 La fréquence de coupure f.

Est la fréquence pour la quelle le signal de sortie est atténué de -3 dB en
amplitude :

H(fc) - }[maz(fc)/\/§
Ga(fe) = Gappay (fe) — 20logV/2 =~ Gy, (fo) — 3db.

1.2.3 Diagramme de bode

Les propriétés d"un filtre passif sont représentées par le tracé de deux courbes
qui constituent le diagramme de bode, pour les tracer, nous définissons le gain en
décibel du filtre.

Le gain en décibel apparait avec la phase sur un graphe dont 1’abscisse est le
logarithme de la pulsation w.

2 Deuxiéme partie : Pratique

2.1 Montage1

Soit le montage ci-dessous,

Ficurg 2 — Filtre passe bas de 1 ordre

Ondonne: Ue,g = 4V, R=2KQ,C = 10nF.


HP
Typewritten text
Filtre passe bas de 1 ordre


2.1.1 Travail demandé

1) Montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme,

L= - L, déduire I'expression de la fréquence de coupure en fonction
e 5

des éléments du montage.

2) Etudier les variations du gain en fonction de la fréquence.

3) Réaliser le montage.

4) A l'aide de l'oscilloscope et le GBF :

- Effectuer un balayage rapide en fréquence (50Hz-20kHz). Déduire le type

de filtre.

- Remplir le tableau ci-dessous.

f(Hz) 50 Hz 20 kHz
Uemaz(V)
U smaz(V)
5t (s)
p(rad)
G = 20l09(U $maz/Ue€maz)

- Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert (module,phase).
- Déterminer la fréquence de coupure a -3 dB. Comparer avec la théorie.

- Interpréter l'effet du filtre sur la tension d’entrée.

- Interpréter I’allure du diagramme de Bode en gain pour justifier le nom
du montage.

2.2 Montage 2

Soit le schéma suivant,

0

@ |v. o,

Ficure 3 — Filtre passe haut de 1 ordre


HP
Typewritten text
 Filtre passe haut

HP
Typewritten text
 de 1 ordre


Ondonne: Ue,qe = 4V, R=2KQ,C = 10nF.

2.2.1 Travail demandé

1) Montrer que la fonction de transfert peut se mettre sous la forme,

L= l;ﬁ, déduire I'expression de la fréquence de coupure en fonction
e —JF

des éléments du montage.

2) Etudier les variations du gain en fonction de la fréquence.

3) Réaliser le montage.

4) A l'aide de l'oscilloscope et le GBF :

- Effectuer un balayage rapide en fréquence (50Hz-20kHz). Déduire le type
du filtre.

- Remplir le tableau ci-dessous.

f(Hz) 50 Hz 20 kHz

Uemax (V)

Usmaz (V)
Jt (s)

p(rad)
G = 20log(U $maz/Uemaz)

- Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert (module ,phase).
-Déterminer la fréquence de coupure a -3 dB. Comparer avec la théorie.

- Interpréter l'effet du filtre sur la tension d’entrée.

- Interpréter 1’allure du diagramme de Bode en gain pour justifier le nom
du montage.

3 Conclusion

Donner une conclusion générale.



TP3: Caractéristiques de la
diode/Redressement mono-alternance

Objectifs du TP
- Découvrir un composant électronique de base, a savoir la diode a jonction
PN.
- Tracer la caractéristique courant-tension.
- Montrer une des applications fondamentales (Redressement).

1 Premiére partie : Rappel théorique

1.1 Diode a jonction

La diode a jonction est un dip6le non linéaire possédant une conductance
plus grande dans une direction que dans l’autre. La diode PN obtenue en for-
mant deux régions adjacentes, 1'une de type N (Cathode) et l’autre de type P
(Anode).

Anode Cathode Anode Cathode Anode Cathode
n |

—r— ,LP il

+ -
Ficure 1 — Symboles d"une diode a jonction PN

1.2 Caractéristique Courant-Tension

C’est la courbe qui montre la variation du courant qui traverse la diode en
fonction de la tension a ses bornes (Cf. figure 2 ).



+I

Polarisation

c | directe
E
S
Avalanche , B
i
V ey
A Vseuil I'ension

Polarisation
Imverse

FiGure 2 — Caractéristique Courant-Tension d"une diode a jonction

La zone OA (zone de blocage) : la diode est polarisée en directe, mais la
tension est tros faible pour débloquer la diode.
La zone AB (zone de coude) : la tension commence a débloquer la diode.

La zone BC (zone linéaire) : la diode est passante.

La zone OD (zone de blocage inverse) : la diode est polarisée en inverse.

La zone DE (zone de claquage) : le courant augmente brutalement pour
atteindre des valeurs trés élevées.

1.3 Schéma équivalent

Plusieurs schémas équivalents ont été proposés pour la représentation de la
diode a jonction.
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1.3.1 Diode idéale

La diode idéale a jonction peut étre interprétée comme suit :

— Si une tension négative est appliquée a la diode, aucun courant ne circule
et la diode se comporte comme un circuit ouvert. Dans ce cas on dit que la
diode est polarisée en inverse.

— Si un courant positif est appliqué a la diode idéale, aucune chute de ten-
sion apparait a ses bornes. En d’autres termes, la diode idéale polarisée en
direct se comporte comme un court-circuit.

I_-!—»K:U
A2/ K s v«
A .I K i )
Si {,,,>0
V=0

F1GURE 3 — Schéma équivalent d'une diode idéale

1.3.2 Diode réelle

La diode reelle est équivalente soit a un circuit ouvert, soit a une source de
tensionde Vy (tension de seuil) et de résistance interne Rp.

A / K s Vie<Vs

-A—l ——AWWN—si I, >0

Vs Rp

FIGURE 4 — Schéma équivalent d'une diode réelle
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2 Deuxiéme partie : Pratique

2.1 Caractéristique courant-tension I(V) d’une diode a jonction

Soit le montage ci-dessous,

Ficure 5 — Diode dans un circuit

Avec, R = 100€), E, est un générateur de tension continue variable.

2.1.1 Travail demandé

Faire varier E et remplir le tableau suivant.

EV) [ -5

-4

-3

-2

-1

0

0.5

1.5

2.5

3.5

4.5

Ip(mA)

1) Tracer la caractéristique de la diode Ip = f(V)p).

2) Déterminer approximativement la tension seuil de la diode.
3) Quelle est la nature du semi-conducteur utilisé ?.

4) Pour la tension d’alimentation £ = 1V,
statique dans le plan (Ip,Vp). Déterminer graphiquement le point de fonc-
tionnement Q, puis calculer les valeurs des résistances statique R, et dy-
namique Rp a ce point.

5) Donner le courant de saturation 7, de la diode.

2.2 Redressement (mono-alternance)

Soit le montage suivant,

12

tracer la droite de charge




o T~
% '::; ’ i_,..._-'; f
* =E v RrR||%
220/50Hz *?,:j =

Ficure 6 — Redressement mono-alternance

Avec, R = 1K, T, est un transformateur abaisseur (12 V).

2.2.1 Travail demandé

On suppose que la diode est idéale.

Etude théorique

- Analyser le montage et tracer le graphe de la tension V5.

- Calculer Vioy, Virerss Viery-

Etude expérimentale
1) Réaliser le montage, et visualiser les tensions V7 et Vg, sur 1'oscilloscope.
2) Mesurer la période de la tension V. Quelle est sa fréquence ?
3) Mesurer Vi, et en déduire V¢ ;. Comparer avec la théorie.
4) Mesurer V-
5) Quel est le role du transformateur ?.
6) Mesurer Vi €t Vamoy, expliquer la différence avec la théorie.

3 Conclusion générale

Donner une conclusion générale a votre travail.
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TP4: Alimentation stabilisée par diode Zener

Objectifs du TP
- Obtenir un signal continu a partir de la tension du secteur.
- Montrer une des applications fondamentales de la diode a jonction PN
(redressement double alternance)
- Découvrir un composant électronique (diode Zener).

1 Premiére partie : Rappel théorique

1.1 Diode Zener

La diode Zener est congue pour étre utilisée en polarisation inverse, avec
une tension assez élevée. La caractéristique I(V) de la diode Zener présente trois
zones (voir figure 1) :

— La zone de polarisation directe : la diode Zener se comporte comme une
diode a jonction polarisée en direct.

— Lazone blocage : 1a aussi, le comportement reste classique tant que la ten-
sion V, n’est pas atteinte, le courant inverse est négligeable et la diode
peutétre modélisée par un circuit ouvert.

— La zone d’avalanche : la diode est polarisée en inverse. Quand V atteint

—V. le courant croit rapidement, le comportement peut étre modélisé par
un générateur de tension V. et une résistance r..

14



i circuit ouvert
1
Tx ' —_—t O v

vz i
T H Ve=WVd <= Vs

i fd=0

Vil

FEEEETEEEET S e S S S S S S

Avalanche

polarisation inverse polarisation directe

FiGure 1 — Caractéristique de la diode Zener

1.2 Schéma équivalent

Dans le sens direct, cette diode se comporte comme une diode normale, dans
le sens inverse la diode zener est équivalente & une source de tension de V, et de
résistance interne r,.

FI1GURE 2 — Schéma équivalent d"une diode Zener montée en inverse

2 Deuxiéme partie :Pratique

2.1 Redressement double alternance

Soit le montage suivant,

15



Vr

Ve

220v/50Hz

FiGure 3 — Redressement double alternance
On donne, R = 1K), T, est un transformateur abaisseur de tension (12 V).

2.1.1 Travail demandé

On suppose que les diodes sont idéales.
Etude théorique
- Analyser le montage et tracer le graphe de la tension V5.
- Calculer Vigpoy, Viresy-
- Existe-t-il un autre montage de redressement double alternance comparable au
pont a diodes. Donner son schéma et expliquer son fonctionnement.
Etude expérimentale
1) Réaliser le montage et visualiser les tensions V et Vi sur 1'oscilloscope.
2) Mesurer la période de la tension V. Quelle est sa fréquence ?.
3) Mesurer Vrmoy, Vimaes €t en déduire Vi.rr. Expliquer les différences avec
lathéorie.
4) Quel est le role d'un pont de diodes ?.

2.2 Amélioration du redressement par un condensateur (Filtrage)

Note : Les condensateurs sont des condensateurs électrochimiques polarisés,
il faut donc faire attention au sens de branchement.

Soit le montage suivant,
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D4 D1

Vr T

D3 D2
R |:| Ve=—C

220v/50Hz

FiGURE 4 — Redressement et filtrage

2.2.1 Travail demandé

1) Placer un condensateur parallele avec R et observer V pour différent
valeurs de C(4.7uF, 4ATuF, 470uF).
2) Comparer les trois représentations et déduire le role du condensateur.

2.3 Stabilisation de la tension de sortie avec une diode Zener

Soit le montage ci-dessous,

D4 D1 R
Vi  —
D3 2
R [] Ve—=C & Vs
220u/50Hz R,

Ficure 5 — Stabilisation de la tension de sortie

2.3.1 Travail demandé

- Quel est le role de la résistance R,,.
1) Préciser parmi les condensateurs utilisés précédemment celui qui convient
mieux a cette expérience.
2) Faire varier R, et visualiser la tension V; sur l'oscilloscope. Observer et expli-
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quer les signaux de sortie.

3 Conclusion générale

Donner une conclusion a votre travail.
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TP5: Caractéristiques d'un transistor et point
de fonctionnement

Objectifs du TP
- Découvrir un composant semi-conducteur, le transistor bipolaire.
- Relever le réseau de caractéristiques de ce composant.
- Exploiter ces caractéristiques.

1 Premiére partie : Rappel théorique

1.1 Transistor bipolaire

Le transistor bipolaire est un dispositif semi-conducteur constitué de trois
couches a dopage alterné NPN ou PNP qui déterminent deux jonctions PN.

—o @
—o

Vce

FiGure 1 — Symboles de transistors NPN et PNP
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1.2 Caractéristiques d'un transistor bipolaire NPN

On peut résumer le principe de fonctionnement d’un transistor bipolaire a
l'aide de trois caractéristiques principales suivantes.
- La caractéristique d’entrée : Iz = f(VzE).
- La caractéristique de sortie : Vog = f(1o).
- La caractéristique de transfert : /o = f(Ip).

E

_____________ 4 Ic:at

I
I
I
I
I
I
I
,
I
+
VCEsat VCE

# VEEO

4 VBEsa

L J

VBE
Ficure 2 — Caractéristiques du transistor bipolaire
Deux régimes de fonctionnement émergent :

— Régime linéaire (Amplification) :
Dans ce régime le transistor est utilisé comme un amplificateur.
Ic = B1p, avec (3, le gain en courant.
Vero < Vee < VBEsat, Ve = VBE0 = 0.6V (transistor en silicium).
— Régime non linéaire (Commutation)
Saturation
Ip > Isat, Ic < BIp.
VCE = VCEsat (g O3V), VBEsat = VBEO = 0.6V (transistor en sﬂicium).
Blocage
Ip=1c=15=0.
Ver < VBEO = 0.6v.

20



2 Deuxiéme partie : Pratique

2.1 Caractéristiques du transistor bipolaire

Soit le montage suivant,

*IC

Ficure 3 — Transistor bipolaire dans un circuit

On donne, Rp = 10kQ2 et Rc = 10012 , E1 et E2, sont des générateurs de
tension continue variable.

2.1.1 Caractéristique d’entrée Iz = f(Vpg) a Vg constante et caractéristique
de sortie /o = f(Vog) a Ip constant :

-Travail demandé

1) Cébler le montage, en placant les appareils de mesures permettant de
mesurer Ig, Vg, I0,VoE.

2) En jouant sur I'alimentation E1, régler Iz = 25,.A.

3) A l'aide de l'alimentation E2, faire varier la tension Vo et mesurer le
courant /..

4) Pour Vo = 5V, Vog = 10V, mesurer la tension V.

5) Refaire les mémes étapes pour : Iz = 50uA, Ip = ThuA et Iy = 100pA.
6) Compléter les deux tableaux suivants.

Tableau 1: Ic=f(Vce) a Is constant

Is(uA) | Veg [0]01]02[05[1]2[3[4[5]6]8]10
25 | Ic(mA)
50 | Ic(mA)
75 | Ic(mA)
100 | Ic(mA)
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T430
Typewritten text
Tableau 1: IC=f(VCE) à IB constant


Tableau 2 : 1s=f(Vse) a Vce constant

Ver(V) | Ig(uA) [[ 0] 25 [ 50 | 75 | 100
5V | Vge(V) || 0
10V | Vge(V) |0
— Tableau1:
1) Tracer, sur la méme feuille la courbe I = f(Vog) pour différentes va-
leurs de 5.

2) Placer sur la courbe les zones de fonctionnement du transistor (bloqué,
saturé et linéaire).
3) Pour £2 = 10V, établir la relation entre Vi, Rc, Ic, et E2. Tracer la
courbe de la droite /o = f(Vog) sur le méme graphe.
4) Déterminer graphiquement le point de fonctionnement du transistor
pour Ip = 50uA.

— Tableau 2
1) Tracer, sur la méme feuille la courbe Iz = f(Vzg) pour les deux valeurs
de V. Donner une conclusion.
2) A quel composant électronique peut-on comparer la jonction base-émetteur
du transistor ?.

2.1.2 Caractéristique de transfert en courant /o = f(I5) a Vi constante
- Travail demandé

ATaide du tableau 1, compléter le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Ic=f(Is) & Vce constant

Ver(V) | Ip(pA) [0 2550 | 75 | 100
5V | Ic(mA) || 0
10V | Ic(mA) || 0

1) Tracer, sur la méme feuille, la caractéristique de transfert en courant
Ic = f(Ip) pour les deux valeurs Vig.

2) Calculer la valeur de /3 pour les deux courbes et la comparer a celle don-
née par le constructeur (100 < 5 < 300) pour le le transistor 2N2222.

3 Conclusion générale

Donner une conclusion a votre travail.
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Tableau 2 : IB=f(VBE) à VCE constant

T430
Typewritten text
Tableau 3 : IC=f(IB) à VCE constant


TP6: Amplificateur Opérationnel

Objectifs du TP
Le but de ce Tp est d’étudier quelques configurations simples (sommateur,
comparateur,...etc) utilisant 'amplificateur Opérationnel.

1 Premiére partie : Rappel théorique

1.1 Amplificateur Opérationnel

L'amplificateur opérationnel est un circuit intégré qui permet de réaliser de
tres nombreuses fonctions de 1’électronique analogique dans des volumes ré-
duits avec une faible consommation et un cofit treés bas : comparaison des ten-
sions, amplification des tensions, addition, ... etc.

1.1.1 Brochage

Broche 1 : non connectée \_J
Broche 2 : entrée inverseuse
Broche 3 : entrée non inverseuse
Broche 4: -Vece

Broche 5 : non connectée
Broche 6 : sortie S

Broche 7: +Vece 741
Broche 8 : non connectée

=1 1 1 E
ISR Y 150 1

Ficure 1 - Brochage d’un amplificateur opérationnel
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1.1.2 Symbole

Vee

FiGure 2 — Symbole d"un amplificateur opérationnel

1.1.3 Alimentation

Pour son fonctionnement, ce circuit intégré nécessite une alimentation.
L’alimentation est engénérale symétrique +Voc=+15V, —Voe=—15V, cette
alimentation bien in-dispensable, ne figure pas sur les schémas de montage.

1.2 Caractéristique d'un amplificateur opérationnel :

U
A
+15V |
Saturation
- €
A%
Saturation
-15V

Ficure 3 — Caractéristique d'un amplificateur opérationnel

- En régime linéaire U; = A.c, ( A : gain en tension).
- Si I'amplificateur estidéal = e =V -V~ ~0etit =i~ = 0.
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2 Deuxiéme partie : Pratique

2.1 Montages fondamentaux d’un amplificateur opérationnel
2.1.1 Montage comparateur

Soit le montage ci-dessous,

s
e
1 ()
=T]
=
[#]

FiGure 4 — Montage comparateur

2.1.2 Travail demandé

Etude théorique

- Expliquer le fonctionnement du montage comparateur.

Etude expérimentale

1) Sélectionner sur le GBF une tension sinusoidal V, () de fréquence 1 KHz
et d’amplitude maximale 1V.

2) Visualiser V,(t) et V,(t) sur 'osciloscope. Noter la valeur maximale et
minimale de V().

3) On observe une tension en forme de créneaux pour V;(¢). Pourquoi ?.
4) Comment pouvez-vous modifier le niveau de comparaison a 0.5 V plutot
quaoVvz.

2.1.3 Montage non inverseur

Soit le montage ci-dessous,
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FiGure 5 — Montage non inverseur

On donne, R1 = 1K, R2 = 10KS).

2.1.4 Travail demandé

Etude théorique

- Déterminer l’expression du gain en tension A, du montage non inverseur,
ainsil’amplitude maximale de V. (¢) pour que le signal de sortie ne soit pas
écrété.

Etude expérimentale

Sélectionner sur le GBF une tension sinusoidale V,(¢) de fréquence 1 KHz
et d’amplitude 1 V.

1) Visualiser V,(t) et V;(t) sur l'osciloscope.

2) Noter la valeur maximale de V(). En déduire ’amplification en tension
Av = V(1) /Ve(t)-

3) Saturation en tension : faire croitre la tension d’entrée, interpréter

2.1.5 Montage sommateur non inverseur

Soit le montage suivant,
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FiGURE 6 — Montage sommateur non inverseur

On donne, Ry, = 10KQ), Ry = 1 K.

2.1.6 Travail demandé

Etude théorique

- Pour le montage sommateur représenté ci-dessus, déterminer 1'expres-
sion de V; en fonction de V] et V5.

Etude expérimentale

La tension V; est une tension sinusoidale de fréquence 1 KHz et d’ampli-
tude 1V, délivrée par un GBF.

La tension V5, est une tension continus réglable, délivrée par une alimen-
tation stabilisée.

1) Visualiser V;(t) et V;(t) sur l'oscilloscope pour : Vo = 3V et V, = 16V,
interpréter.

3 Conclusion générale

Donner une conclusion générale.
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ANNEXE

1°anneau | 2° anneau | Dernier anneau] Anneau
Couleurs | gauche gauche gauche droite
lerchiffre] 2e chiffre | Multiplicateur | Tolérance
Noir 0 0 1
Marron 1 1 10 1%
Rouge 2 2 10° 2%
3 3 10°
4 < 10*
Vert 5 5 10° 0.5%
Bleu 6 6 10° 0.25%
Violet 7 7 107 0.1%
8 8 108 0.05%
9 9 10°
0.1 5%
0.01 10%

Code des couleurs des résistances

Exemple

tolérance
or =58 %

ultiplicateur

marron = ¥ 10

=

/

2eme chiffre
violet = 7

jaune = 4

ler chiffre

R=47 x 10 =470 (1 + 5%
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